Влияние отжига пленок диоксида ванадия в контролируемых pO2-T условиях на их микроструктуру и электрические свойства.
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Пленки VO2 демонстрируют сверхбыстрое падение сопротивления при 68°C, происходящее из-за перехода диоксида ванадия из полупроводниковой моноклинной фазы в металлическую рутильную. Наличие в пленке других окисленных фаз ванадия и плохая связность между кристаллитами уменьшают амплитуду и скорость перехода. Отжиг пленок VO2 приводит к образованию дополнительных количеств фазы VO2 из окисленных фаз VO2+x, что способствует росту размеров кристаллитов и увеличению зерновой связности.

Целью данной работы являлся отжиг пленок диоксида ванадия в восстановительном и равновесном давлениях кислорода в реакции VO2+1/12O2=1/6V6O13 для получения резкого фазового перехода и морфологической однородности пленки.
Отжиг всех образцов в работе происходил в электрохимической установке на основе твердых электролитов ZrO2(Y2O3). Для контроля давления кислорода в токе аргона на кулонометрический насос, находящийся при температуре 850°C, подавалось напряжение, в результате чего возникала кислород-ионная проводимость. Отчищенный от кислорода газ попадал в нагретую до 750°C аналитическую ячейку, в которой проводилось контрольное измерение парциального давления кислорода в токе газа по формуле Нернста:
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где pO2ср -давление кислорода в токе аргона, E-разность потенциалов, возникающая в аналитической ячейке в результате разности давлений кислорода над электродом сравнения и над электродом в токе аргона. Газ с измеренным давлением кислорода попадал в нагретую до 600°C ячейку с образцом, что значительно ниже температуры Таммана для VO2 (температура плавления 1540°). Такое сильное понижение температуры Таммана происходит из-за перитектического разложения V6O13 и V3O7, то есть наличие окисленных фаз VO2+X на границах кристаллитов играет роль флюса в процессе отжига [1]. Длительность отжига пленок VO2 составляла 1 час, скорость потока газа составляла 10 л/ч. Подвергшиеся отжигу пленки были исследованы методами РФА, СЭМ и измерены зависимости сопротивления от температуры. 
-давление кислорода над электродом сравнения (0,21 атм), pO2т 
В работе была показана эволюция перехода полупроводник-металл в зависимости от условий отжига. Наибольшая амплитуда перехода диэлектрик-металл и наилучшая морфологическая однородность пленки достигаются при отжиге в атмосфере с рО2 близким по значению к равновесному давлению кислорода в реакции окисления VO2 до V6O13 (10-6,47атм.) [2], температуре отжига 625°С и времени отжига 1 час.
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